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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成20年11月20日(2008.11.20)

【公表番号】特表2008-520835(P2008-520835A)
【公表日】平成20年6月19日(2008.6.19)
【年通号数】公開・登録公報2008-024
【出願番号】特願2007-543038(P2007-543038)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  16/16     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/285    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3205   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/52     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  16/16    　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/285   　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  21/88    　　　Ｒ
   Ｈ０１Ｌ  21/28    ３０１Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成20年9月29日(2008.9.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前駆体蒸発システムからプロセスチャンバへ前駆体を供給する方法であって、
　前記前駆体蒸発システム内の固体状の金属カルボニルの前駆体を、該金属カルボニルの
前駆体の気相原料を生成する温度まで加熱する工程と、
　前記加熱する工程中に、一酸化炭素ガスを流して前記前駆体蒸発システム内の前記固体
状の金属カルボニルの前駆体に触れさせて、前記気相原料が生成されているときに前記金
属カルボニルの前駆体の前記気相原料を前記一酸化炭素ガスに取り込み、前記金属カルボ
ニルの前駆体の前記気相原料と前記一酸化炭素ガスとを含むプロセスガスを生成する工程
と、
　前記プロセスガスを前記前駆体蒸発システムから前記プロセスチャンバへ輸送する工程
と
　を含む方法。
【請求項２】
　前記プロセスチャンバ内に基板を用意する工程と、
　前記輸送する工程の後、熱化学気相堆積プロセスにより前記基板に金属層を堆積するた
め、前記基板を前記プロセスガスに晒す工程と
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記金属カルボニルがルテニウムカルボニルである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記プロセスチャンバ内に基板を用意する工程と、
　前記輸送する工程の後、熱化学気相堆積プロセスにより前記基板にルテニウム金属層を
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堆積するため、前記基板を前記プロセスガスに晒す工程と
　を更に含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　パターン化基板にルテニウム金属層を堆積する方法であって、
　１又は２以上のビア若しくはトレンチ、またはこれらの組み合わせを含むパターン化基
板を堆積システムのプロセスチャンバに用意する工程と、
　前駆体蒸発システム内の固体状のＲｕ３（ＣＯ）１２前駆体を約６０℃と約９０℃の間
の温度に加熱し、前記Ｒｕ３（ＣＯ）１２前駆体の気相原料を生成するため前記Ｒｕ３（
ＣＯ）１２前駆体を前記温度に維持し、
　前記加熱中に、一酸化炭素ガスを流して前記前駆体蒸発システム内の前記固体状のＲｕ

３（ＣＯ）１２前駆体に触れさせて、前記気相原料が生成されているときに前記Ｒｕ３（
ＣＯ）１２前駆体の前記気相原料を前記一酸化炭素ガスに取り込むことによって、前記Ｒ
ｕ３（ＣＯ）１２前駆体の前記気相原料と前記一酸化炭素ガスとを含むプロセスガスを生
成する工程と、
　前記プロセスガスを前記前駆体蒸発システムから前記プロセスチャンバへ輸送する工程
と、
　熱化学気相堆積プロセスにより前記パターン化基板にルテニウム金属層を堆積するため
、前記パターン化基板を前記プロセスガスに晒す工程と
　を含む方法。
【請求項６】
　前記加熱する工程が前記前駆体を約４０℃と約１５０℃の間の温度に維持する工程を含
む、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記一酸化炭素ガスの流量が約０．１ｓｃｃｍと約１０００ｓｃｃｍとの間である、請
求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記一酸化炭素ガスの流量が約１ｓｃｃｍと約１００ｓｃｃｍとの間である、請求項１
から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記固体状の前駆体の上を又は中を通して希ガスを流す工程を更に含む、請求項１から
５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記晒す工程中に、前記基板を約５０℃と約５００℃の間の温度に維持する工程と、前
記プロセスチャンバを約０．１ｍＴｏｒｒと約２００ｍＴｏｒｒの間の圧力に維持する工
程とを更に含む、請求項２、４及び５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記晒す工程中に、前記基板を約３００℃と約４００℃の間の温度に維持する工程と、
前記プロセスチャンバを約１ｍＴｏｒｒと約１００ｍＴｏｒｒの間の圧力に維持する工程
とを更に含む、請求項２、４及び５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記基板への前記前駆体の堆積速度を調整するため、前記前駆体の前記気相原料の前記
一酸化炭素ガスに対する相対濃度を利用する工程を更に含む、請求項２、４及び５のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記晒す工程が前記熱化学堆積プロセスを反応速度律速温度領域で行う工程を更に含む
、請求項２、４及び５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記パターン化基板が、前記ルテニウム金属層が堆積されるバリア層を更に含む、請求
項５に記載の方法。
【請求項１５】
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　前記バリア層がタンタル含有層又はタングステン含有層を含み、当該バリア層に前記ル
テニウム金属層が堆積される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記金属カルボニルの前駆体がＷ（ＣＯ）６、Ｎｉ（ＣＯ）４、Ｍｏ（ＣＯ）６、Ｃｏ

２（ＣＯ）８、Ｒｈ４（ＣＯ）１２、Ｒｅ２（ＣＯ）１０、Ｒｕ３（ＣＯ）１２、Ｃｒ（
ＣＯ）６、若しくはＯｓ３（ＣＯ）１２、または、これらの２若しくは３以上の組み合わ
せを含む、請求項１又は２に記載の方法。
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